CCD e CID per Rivelazione di
Radiazione Infrarossa
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Charge Coupled Device
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Diagramma a bande
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Saturazione
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Corrente di buio
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Effetto della corrente di buio
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Rapidita di risposta

Intrinseca: funzionamento del CCD
Estrinseca: legata al circuito di lettura

Intrinseca: a) fotogenerazione
b) diffusione del pacchetto di carica
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Funzione di trasferimento

g caricaresidua; (1-€) carica trasferita (ampiezza della risposta)
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Funzione di trasferimento

Integrazione della carica per un intervallo di tempo pari a T,
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Rumore

a) Quantico
b) Trasferimento
c) Immagazzinamento
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Rumore
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Lettura dei CCD

image array
scahn array
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CCD

Lettura de

ad interlacciamento
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CCD per radiazione Infrarossa

Monolitici: struttura CCD standard dove il substrato e costituito da un materiale a bassa gap
o un semiconduttore estrinseco sensibile all’infrarosso

Ibridi: accoppia uno dei vari tipi di rivelatori IR con CCD in silicio utilizzato come shift
register.
Monolitici: depletion mode (CdHgTe)

Monolitici: accumulation mode (impurita nel silicio o nel germanio)
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CCD per radiazione Infrarossa

Ibridi: ad iniezione diretta o indiretta

Iniezione diretta:
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CCD per radiazione Infrarossa

Ibridi: ad iniezione diretta o indiretta

Iniezione indiretta:
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CID per radiazione Infrarossa
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Fig. 46. Integration cell for charge-injection device (CID) showing the

collection of photon-generated holes in the potential well.
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Fig. 47. Injection of the collected charge from the integration cell into
the substrate by collapsing the potential well.
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Fig. 48. CID output-current waveforms during integration and injec-
tion. Negative shaded area = positive shaded area = video szignal.



CID per radiazione Infrarossa
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Fig. 49. Basic cell of a CID area array. (a) Charge storage. (b) Charge
transfer. (c) Charge injection.



Stadi di uscita per CCD

Transimpedenza:
rumore elevato
difficolta di integrazione

Integrazione della carica raccolta nell’ultimo pozzetto:
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Stadi di uscita per CCD

Double correlated sampling:
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